3.l 1201
Um transistor NPN & formado de

a) uma limina delgadissima de germinio de tipe P colocada
entre duas liminas relstivamente espessaas de germnio

de tipo N ....ienvinn.. P E e ratas ik ErE e, e Ea
]

b}  um emissor, uma base mas Genm colector .

¢] uma limina delgadfesima de germdnioc de tipo N colocada

entre duas lidminas relativamente espessas de garmdnio
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d¢)  um material smipsor 4s electirZes e de protdes ......... ]

Neta: wer "Nota" da pergunta n¥®, 3.1.3.2

3.1.12.2
Un transistor PNP & formado de

a) uma l3mina delgadimsimm de germinio de tipo P colocada
entre duas laminas relativaments sapsasas de garminio
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b)  um emisEOr, UMa DASE MAE S6M COLBOLOT  +cvvvuvevsernansns [

¢} uma lAmina delgadfssima de germinio de tipo N cclocada
entre duas liminas relativamente espeaaas de garminio
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d) um material emisscr de electrZes & de protdes ..........

Nota: ver "Nota" da pergunta n¥, 3,1,3,2

31131
A polarizagic dos transiatores de base 3 massa & aplicada do

seguinte modo:

a) base-emissor & bass—colector, ambas directas .......... ]
e) LLEE=CTIISSr ., :iTE3%% & Tase-cilector, inversa L .- ﬂ!
= mean 't _pWe 3 _Ta=n. Lemtr, 2mNAS 1USTEIS L. .uiaiane Ej

i TR i & R rimeeaI_estir, directz .. .ueas




